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4.5~4.9 eV ものワイドバンドギャップを持つβ型酸化ガリウムは、バリガ性能指数がシリコン

の 3400倍以上と予想されており、その物性的特長から次世代のパワー半導体材料として期待され

ている。これまで酸化ガリウムを用いたショットキーバリアーダイオードの試作報告例はあるが、

逆方向電圧印可時にショットキー界面に発生する熱電子電界放出によってリーク電流が発生し、

酸化ガリウムのポテンシャルが十分に活かせないことが実用化への課題となっていた[1, 2]。これ

らの問題を克服するため、界面にヘテロ pn接合を設けた酸化ガリウムヘテロ接合ジャンクション

バリアーショットキー(JBS)ダイオードを試作したので報告する。 

 酸化ガリウムヘテロ接合 JBS ダイオードの作製には、自社開発のβ型酸化ガリウムエピウエハ

ーを使用した。はじめに、フォトリソグラフィとドライエッチングにより 2 µmピッチのトレンチ

構造を形成し、更にトレンチ内部のみ p型材料である Cu2O を形成した。その後、酸化ガリウムメ

サ部の上部に Pt電極と厚膜の Al膜を形成しショットキー電極とし、裏面は Tiによりオーミック

接触を形成しデバイスを完成させた。Fig. 1 に今回形成した酸化ガリウムヘテロ接合 JBS ダイオ

ードの断面構造を示す。なお、デバイスのアクティブエリアは円形で直径は 200 µmである。 

 Fig. 2 は今回形成したダイオードの逆方向特性である。今回酸化ガリウムヘテロ JBS 構造で初

めて 1200 V 以上の逆方向耐圧を 1×10-3 A/cm-3以下の低リーク電流で実現したことを確認した。 

 これらの成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業

(JPNP12004)の結果得られたものです。 
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Fig. 1 Schematic cross-sectional view of β-Ga2O3 

hetero junction Schottky barrier diodes. 

Cu2O Ga2O3 epitaxial layer

Ga2O3 substrate

Cathode

Anode

 

Fig.2 Reverse J-V characteristics of β-Ga2O3 

hetero junction Schottky barrier diodes. 
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